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Revendicari: 1

Inventia se referd la domeniul fotonicii, si anume

la instalatiile de detectare a fotonilor, in particular la
elementele fotosensibile ale detectoarelor de fotoni
in bazi de semiconductori.

Elementul fotosensibil al detectorului de fotoni
contine un substrat dielectric de sticld (1), pe care
sunt aplicate un substrat de contact (2), un substrat 10
fotosensibil semiconductor (3) din triseleniurd de Figuri: 2
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Descriere:

Inventia se referd la domeniul fotonicii, si la instalatiile de detectare a fotonilor, in particular la

elementele fotosensibile ale detectorilor de fotoni pe bazd de semiconductori.

Este cunoscut un detector de fotoni care contine, un strat fotosensibil confectionat din semicon-
ductor calcogenic amorf AsSe dopat cu staniu, unde concentratia de staniu variazd in limitele
7,5+10% at. Adaosul de staniu in semiconductorul amorf permite a crea un element fotosensibil al
detectorilor de fotoni cu o sensibilitate constantd pe parcursul exploatarii lui [1].

Dezavantajul acestui detector de fotoni este procedeul tehnologic complicat de obtinere a
straturilor amorfe cu caracteristici reproductive datoriti concentratiilor relativ mari de staniu.

Se cunoaste, de asemenea, un detector de fotoni care contine, un strat fotosensibil din semicon-
ductor calcogenic vitros As,Ses; dopat cu staniu in concentratie de 0,1+2,5% at. Semiconductorul
calcogenic amorf, dopat cu atomi de staniu pana la 2,5% at. conduce la majorarea fotosensibilitatii ca
rezultat al credrii centrelor de captare suplimentare pentru purtitorii majori de sarcind electrica
(goluri) [2].

Dezavantajele acestei solutii este modificarea sensibilitatii fotonilor si a domeniului spectral de
fotosensibilitate datoritd efectului de fotointunecare, ce are loc in stratul amorf sub actiunea luminii,
totodatd, datoritd concentratiei mici de staniu in semiconductorul calcogenic amorf detectorul de
fotoni nu posedd indeajuns memorie fotoelectrica.

Problema pe care o rezolvd inventia constd in aceea cd elementul fotosensibil propus permite
detectarea mai precisd a fotonilor, poseda sensibilitate fotoelectricd marita cu o capacitate inalta.

Dispozitivul, conform inventiei inldturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ca contine
un substrat dielectric de sticld, pe care sunt aplicate un substrat de contact, un substrat fotosensibil
semiconductor din triseleniura de arsen (As,Se;) dopat cu staniu (Sn) cu o concentratie in limitele
3,0...5,0 % at. si un al doilea substrat de contact.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1 i 2, care reprezinti:

- fig. 1, structura schematicd a elementului fotosensibil;

- fig. 2, curbele de relaxare a curentului fotoelectric al elementului fotosensibil, confectionat din
As,Se; (6), As,Ses:Staniu (7) si AsySes:Sns . (8).

Elementul fotosensibil al detectorului de fotoni contine un substrat dielectric de sticla (1), pe care
sunt aplicate un substrat de contact (2), un substrat fotosensibil semiconductor (3) din triseleniurd de
arsen (As,Ses) dopat cu staniu (Sn) cu o concentratie in limitele 3,0...5,0 % at. si un al doilea substrat
de contact (4).

Elementul fotosensibil din semiconductorul calcogenic vitros As,Ses;:Sn se depune prin evapo-
rarea termicd discretd in vid. Utilizarea metodei de evaporare termicd discretd permite obtinerea unui
substrat fotosensibil din semiconductorul calcogenic vitros care sd corespundd materialului initial si
care permite asigurarea caracteristicilor i parametrilor necesari pentru utilizare in detectori de fotoni.
luminarea detectorului de fotoni are loc atat din partea substratului semiconductor semitransparent de
contact, cit si din partea substratului de sticla.

Exemplu de realizare a inventiei.

Pe un substrat de sticla 1 cu dimensiunile 76x21x1 mm, prin metoda termicd de evaporare
(temperatura de lucru T=400 °C) in vid (10'6 Torr), se depun succesiv: substratul semiconductor
semitransparent de contact 2 din Au, substratul fotosensibil 3 din semiconductor calcogenic vitros
As,Se; dopat cu staniu, concentratia de staniu fiind de 3,5% at. si substratul conductor semitrans-
parent de contact 4 din Al. Substratul fotosensibil 3 are grosimea de 2?3 ?m. Pentru o adeziune mai
buni a substratului semiconductor semitransparent de contact 2, substratului fotosensibil 3 §i sub-
stratului de sticld 1, evaporarea termicd se efectueazd la temperatura substratului de sticla 1 de
T=100?150°C. Dupd depunerea substraturilor, procesul de sintezi inceteazi prin micsorarea
temperaturii pand la temperatura camerei.

La eliminarea substratului fotosensibil in semiconductorul calcogenic vitros are loc generarea
perechilor de purtdtori de sarcind de neechilibru (goluri-electroni) care sunt despartiti si pusi in
miscare decampul electric exterior aplicat la substraturile conductoare de contactat. Raspunsul foto-
electric a elementului fotosensibil la includerea si decontarea luminii este prezentat in fig. 2. Dupd
cum se observa din fig. 2, numai pentru straturile amorfe confectionate din As;Ses cu concentratia de
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Sn in limitele 3,0...5,0 at.% Sn, elementul fotosensibil posedd memorie fotoelectricd (curba 8).
Straturile amorfe de As,Ses dopate cu Sn cu concentratii mai mici decat 3,0 at.% Sn nu poseda efectul
de memorie fotoelectricd, ori este foarte slab (curbele 6,7). Dupd deconectarea luminii, elementul
fotosensibil confectionat din As,Se; dopat cu atomi de Sn in limitele 3,0...5,0% memorizeaza
curentul fotoelectric la nivel de 50% timp de citeva secunde. Aceasta se datoreazid faptului, ci la
doparea semiconductorului amorf cu atomi de staniu se formeazd noi centre de captare pentru
electroni. fn asa mod probabilitatea de recombinare a golurilor, care sunt purtitori majori de sarcini,
se micsoreazd. Aceasta din urmi duce la majorarea timpului de prezentd a golurilor in banda de
valentd si, prin urmare, la pastrarea efectului de fotoconductie persistentd pentru un timp indelungat
dupa intreruperea luminii.

(57) Revendiciri:

Element fotosensibil al detectorului de fotoni, care contine un substrat dielectric de sticla,

pe care sunt aplicate un substrat de contact, un substrat fotosensibil semiconductor din triseleniurd de
arsen (As,Se;) dopat cu staniu (Sn) cu o concentratie in limitele 3,0...5,0 % at. si un al doilea substrat
de contact.
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